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미국의 정부 - 산업계 파트너쉽 현황 

1. 개요 

정부와 산업계의 파트너쉽은 클린턴 정권에게는 높은 우선순위가 두어져 있으며, 파트너쉽 프로그램은 현 정권의 과학기술정책
의 초점이다. 이 파트너쉽은 집단적 경제이익의 확대를 위해 책정된 것이다. 클린턴 정권 초기의 과학기술정책문서인 「경제성장
을 위한 엔진으로서의 기술」(Technology as an Engine for Economic Growth)과 「국익에 있어서의 기술」(Technology in 
the National Interest)을 통하여 일관되게 주장하고 있는 것처럼 클린턴 정권은 특정기술분야에 대한 민간산업의 투자를 장려하
기 위해, 정부는 그 자원(resources)을 효과적이고 효율적으로 활용할 수 있다는 신념을 가지고 계속 참가하고 있다. 「R&D 진
흥에 대하여 정부는 적극적인 역할을 담당한다」라는 비젼에 대한 의회의 도전은 과거 수년동안 여러 차례 있었지만, 1997년부
터 1998년에 걸쳐서는 상당히 완화되었다. 그러나 정부-산업간 파트너쉽 프로그램에 대한 의회의 비판은 약해졌지만, 클린턴 정
권은 이 분야에서 새로운 이니셔티브의 개시에 지금은 약간 소극적인 것처럼 보인다. 현재 상태에서는 현행 프로그램을 서서히 확
대하는데 머물고, 그 한계를 크게 넘지 않고 현존하는 합의를 위협하지 않는 것으로 만족하고 있는 것 같다. 

프로그램 중에서는 「ATP」(첨단기술프로그램)가 여전히 가장 중요한 프로그램이며, 양용기술관련 프로그램은 「기술재투자 
프로그램」(TRP)에 대신한 「양용 응용 프로그램」(DUAP)에 의해 현재는 뒷받침되고 있다. 또 「차세대 자동차 파트너쉽」
(PNGV)은 최근 수개월 동안 한층 더 높은 위치를 부여받았다. 한편 국립연구소와 민간기업간의 「공동연구개발협정」
(CRADAs)은 한 때 논쟁도 있었지만, 그의 활용이 더 보편화되고 있는데 대하여 논쟁의 표적이 될만한 관심은 이끌어내지 못했
다. 1997년 후반에 에너지성(DOE)이 새로운 CRADA의 승인을 발표한 것이 CRADA의 메카니즘에 대한 새로운 관심을 불러일
으켰다. 

2. 주요 파트너쉽 프로그램 현황 

1) ATP(첨단기술프로그램) 

1998년 포괄통상경쟁력법에 기초하여 의회에 의해 창설된 ATP(Advanced Technology Program)은 항상 연방정부에 의한 민
간산업기술지원의 정당성을 둘러싼 논의의 초점이 되어 왔다. ATP는 연방정부 미션과의 밀접한 관계없이 산업계 지원을 명확한 
목적으로 하는 보기 드문 연방정부 프로그램이다. 부시 정권시대는 정부의 지지를 대부분 받지 못했지만, 클린턴 정권으로 바뀜
과 동시에 「경제성장을 위한 엔진」인 기술개발을 촉진한다는 클린턴 대통령의 컨셉을 추진하기 위한 주요한 수단으로서 크게 
활용되게 되었다. 그러나 1995년 공화당이 의회의 다수파가 되면서 기술개발에 대한 정부지원의 시비를 둘러싼 철학의 차이 때
문에 클린턴 정권과 의회간의 커다란 논쟁이 일어났다. 

ATP는 경쟁 전 단계의 기반적 기술의 R&D를 실시하는 기업에 대해 지원하는 프로그램이며, 미국의 산업에 폭넓게 공헌할 가능
성이 있는 고위험의 기술을 특히 대상으로 하고 있다. 또 ATP는 특히 미국의 경제성장의 촉진과 하이테크산업의 경쟁력 향상을 
노려 설계되었다는 점에서 특이한 프로그램이다. 말하자면 연구단계는 지났지만 제품개발·시장화 단계까지는 이르지 못한 기술

에 대하여 두 단계 사이의 교량역할을 하는 것이다. 민간 자본시장만으로는 이같은 기술에 투자자금을 조달할 수 없기 때문에 
ATP가 산업계와의 협력하에 시즈 캐피탈을 제공하는 것이다. 

ATP의 지원대상은 단일기업 또는 죠인트 벤쳐로, 단일기업의 경우는 지원액이 3년동안 2백만 달러까지, 죠인트 벤쳐의 경우는 5
년동안 프로젝트 총액의 50% 이내로 하며 금액의 상한은 없다. 또 지원대상이 되는 것은 직접적인 R&D 비용이며, 간접경비는 기
업측이 부담해야 한다. 지원대상 프로젝트의 선정은 엄격한 리뷰를 동반하는 콤페에 의해 이루어지며, 각 프로젝트의 과학기술적 
메리트와 함께 미국산업에 대한 잠재적 공헌도 심사대상이 된다. 따라서 응모자는 R&D 종료후의 비즈니스 플랜까지 작성하여 어
떻게 그 기술을 상품화할지도 제시해야 한다. 

1997년에는 ATP에 대한 재검토가 이루어졌다. 지금까지의 정부와 의회간 논의 중에서 정부의 지원이 없어도 비슷한 연구를 할 
수 있는 대기업에 수급자가 집중하고 있는 등의 문제점이 지적되었지만, 데일리 상무성 장관은 의회승인 시에 ATP에 대한 리뷰
를 하여 필요한 개혁을 할 것을 약속하였다. 프로젝트 응모자와 일반국민의 의견도 들으면서 발표된 보고서는 작년 7월에 공표되
었는데, 그 중에서 데일리 장관은 ATP에 대하여 아래와 같이 개선할 것임을 밝혔다. 

· ATP에 대한 주정부의 참가를 장려한다. 이것은 ATP에 기초하여 개발된 기술의 신속한 보급을 장려한다는 ATP의 목표에 대응

한 것으로, 조인트 벤쳐 운영과 기술의 제품화·시장화와 같은 프로젝트 종료후를 지원하는 주 정부 관련 기관의 중요한 역할에 착

안한 것이다. 또 각 주로부터 질높은 프로포잘을 모집하기 위해 ATP 사무국과 주정부의 기술개발실의 연계를 강화한다. 

· 프로젝트 선정기준을 고치고 죠인트 벤쳐와 연구조합을 중시하며 대기업 단독 응모에 대해서는 엄격히 하도록 한다. ATP가 미

국 산업에 미친 커다란 공헌의 하나는 소규모기업이나 대학, 국립연구소가 참가한 죠인트 벤쳐 등의 팀워크 활동에 있으며, 이러
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한 활동에 의해 ① 신기술의 신속한 보급, ② 신기술의 개발부터 시장화에 이르기 까지 중소기업과 대기업의 장기적 관계 구축, 
③ 대학과 국립연구소의 연구자 참가, ④ ATP 종료 후에도 계속해서 장기적인 관계 구축 등이 가능해진다. 

· 죠인트 벤쳐에 참가하는 인센티브를 대기업에 주기 위해 대기업이 단독으로 ATP의 지원을 신청하는 경우는 프로젝트 비용 중 

최저 60%를 스스로 부담하도록 비용분담비율을 변경한다. 단독기업 신청의 경우, 스스로의 간접경비에 대해서는 전액 자기부담
으로 한다는 조건에는 변함이 없다. 

· 일부 대기업의 참가를 염두에 둔 규제가 많은 중규모 기업에도 미칠 우려가 있기 때문에 「대기업」에 대한 정의를 새롭게 내리

도록 한다. (1998년말 현재는 연간수입이 25억 7,800만 달러 이상의 기업을 「대기업」으로 정의하고 있다) 

· 민간 벤쳐 캐피탈과의 연계를 강화하고 민간자금만으로도 지원가능한 프로젝트에 ATP가 지원하지 않도록 하는 동시에, 소규

모 기업이 프로젝트 종료후에 필요한 개발이나 상업화를 추진하기 위해 민간에서 원활하게 자금을 조달할 수 있는 메카니즘을 제
공한다. 

1993년도 이후 ATP 예산액 (R&D 관련부분) 추이를 <표 1>에 나타내었는데, 부시 정권 시대인 1993년도는 6천 8백만 달러
였던 ATP 예산이 클린턴 정권이 되고 나서는 대폭적으로 신장되어 1995년에는 3억 4100만 달러의 피크를 기록하였다. 그 후 
의회의 주도권을 공화당이 장악하고 나서부터는 제도폐지의 압력을 받으면서 2억 달러를 유지해왔는데, 1998년도는 1억 8200
만 달러까지 삭감되었다. 

이와 같은 예산액의 증감은 ATP의 지원건수에도 영향을 미치고 있다(<그림 1>). 1993년도까지는 연간 20건 정도였던 지원건
수가 1994년도에는 크게 증가하였고, 1995년도에는 99건에 달하였다. 그러나 의회가 1995년도의 ATP예산을 크게 삭감하였
고 그때까지의 예산증가를 배경으로 ATP 사무국이 신규지원건수를 지나치게 늘려놓았기 때문에 계속 프로젝트에 대한 예산수당
이 중심이 되어 신규안건에 줄수 있는 예산이 부족하여 1996년도에는 불과 8건 밖에는 신규지원을 할 수 없었다. 1997년도는 신
규지원건수가 64건까지 증가하였지만, 의회가 신규프로젝트에 대한 초년도 지원총액의 상한을 6천 2백만 달러로 제한하였기 때
문에 이 이상의 지원은 이루어지지 않았다. 따라서 기술분야에 제한이 가해지지 않고 있는 ATP의 일반(general competition)
의 채택률은 1990-95년도까지는 8.9%(1,548건의 응모 중 138건을 채택)였던 것이 1997년도는 7.1%(254건 응모중 18건 채
택 )가 되어 누계에서도 7.9%(211건 중 164건 채택으로 내려갔다. ATP 전체를 통해서는 지금까지 3,083건의 응모가 이루어
져, 그 중 352개 프로젝트가 채택(참가자는 총 842개 기관)되었으며, 채택률은 11.4%로 나타났다. 

또 지원대상이 되었던 전체 352개 프로젝트 중 단일기업에 의한 것이 233개 프로젝트, 죠인트 벤쳐에 의한 것이 119개 프로젝트
로 나타났으며, 그 중 반 이상이 소규모기업이 실시주체가 되어 있다(<표 2>). 

또 ATP가 지원한 프로젝트의 총액은 누계로 23억 2000만 달러에 달하며, 이 중 ATP 지원액은 11억 5,100만 달러로 되어 있
다. 

<표 1> ATP예산액 추이(1993-1999년도)

<그림 1> ATP 지원건수 추이(1990-1997년도)
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<표 2> 프로젝트 형태

<그림 2> ATP 지원대상분야 내역 

이를 지원대상분야별로 보면 <그림 2>과 같이 컴퓨터·정보통신 관련이 전체의 1/3을 차지하고 있고, 이어서 비이오테크놀로지

(16%), 일렉트로닉스(14%), 재료(14%), 제조(11%)의 순으로 되어 있다. 
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2)PNGV(차세대 자동차 개발 파트너쉽) 

PNGV(Partnership for a New Generation of Vehicles)는 1993년 9월에 클린턴 대통령과 미국의 자동차 메이커 수뇌가 발표
한 프로젝트로, 미국 자동차산업의 경쟁력을 강화하고 환경에 대한 부하와 석유수입 의존도를 낮추는 것을 목적으로 한다. 프로젝
트의 최종목표는 현재의 승용차와 같은 정도의 성능, 쾌적성, 안전성, 비용을 유지하면서 연비가 80마일/갤론을 실현한 패밀리 사
이즈의 승용차를 2003년까지 개발한다는 것이다. PNGA의 각 프로그램은 ① 새로운 자동차와 자동차 부품을 신속하게 시장에 
투입하는 것을 용이하게 하는 첨단적 제조기술의 개발, ② 효율성, 안전성, 배기가스제어 등 단기개선을 위한 신기술의 이용, ③ 
현재보다 3배의 연비효율을 가진 자동차의 프로토타입 개발이라는 세가지 목표로 구축되고 있으며, 말할 필요도 없이 ③이 최종
목표이며①과 ②의 목표를 달성하는 것이 ③에 연계되는 것이다. 

PNGV를 위한 연방정부의 자금은 에너지성(DOE)의 기존 프로그램, 각 성의 중소기업을 위한 SBIR 프로그램과 CRADA 등으로
부터 연출되고 있으며, TRP와 ATP등의 자금도 PNGV의 목표달성을 위해 이용되고 있다. (<표 3>). 그러나 이들 예산액이 전
체에서 어느 정도의 규모가 되는지를 연방정부는 매년 예산요구에서 밝히고 있지만 각 성이 각각 어느 프로그램에서 어느 정도를 
할당하고 있는가에 대해서는 밝혀져 있지 않다. 여기에는 정치적 이유와 현실적 이유가 있는데, 정치적 이유에는 개별 프로그램으
로부터의 거출이 어느 정도가 될지를 감춤으로써 반대파가 개개 프로그램의 책임을 특정하는 것이 곤란해져, 결과적으로 공격을 
가할 수 있음을 노린 것이다. 또 현실적 이유로는 PNGV란 연방정부의 자동차·운수관련 연구를 대표하는 이념이며, 새로운 예산

조치를 구하거나 독립된 확고한 프로그램을 만드는 것을 겨냥한 것이 아닌 자동차 업계간에 동의된 통일목표를 향한 일반적인 작
업분담에 지나지 않기 때문이다. 

PNGV의 예산액 추이를 <표 4>에 나타내었는데, 1996년도의 2억 4,100만 달러를 피크로 감소하고 있다. 연방정부는 1998년
도 예산에서 2억 8,100만 달러를 요구하였는데, 최종적으로는 전년도를 약간 하회하는 수준이 되며, 1999년도에는 5,000만 달
러 증가한 2억 7,700만 달러를 요구하고 있다. 고어 부통령은 의회가 1998년도 예산을 요구보다 삭감한 것에 관하여 불만을 표
시하고 있으며, 정부관계자도 이 삭감에 의해 몇가지 유망한 분야의 연구가 제한되게 될 것임을 경고하고 있다. 또 고어 부통령은 
「PNGV를 추진함으로써 미국은 기후변동에 관하여 필요한 지출을 절약할 수 있고, 동시에 자동차 기술에 있어서 미국산업의 우
위를 확실히 하게 된다」고 말하고 있다. 

클린턴 정권은 1997년 7월, PNGV의 새로운 연구테마로서 「클린 디젤 엔진」을 발표하였다. 이것은 直噴型 디젤 엔진의 질화산
화물과 미립자의 배출을 삭감하기 위한 기술과제에 목표를 둔 것으로, 최근 발표된 대기오염 가이드 라인과도 보조를 맞춘 것이
다. 또 1998년1월에는 PNGV의 R&D 활동을 가장 유망하다고 판단되는 4가지 주요 시스템분야 - 하이브리드 전기자동차, 직접
분사형 엔진(특히 배기가스 제어), 연료전지, 경량재료-에 중점을 둘 것임을 발표하였다. 정부의 1999년도 예산요구도 이러한 
우선도에 따른 것이다. 1999년도 예산요구 내역을 살펴보면 DOE는 전년도 대비 3,600만 달러 증가한 1억 6,400만 달러를 요구
하고 있으며, 이 증가분 중 2,100만 달러가 연료전지연구, 1,000만 달러가 직접분사형 엔진, 6백만 달러가 첨단 배터리 연구에 충
당된다. 또 환경청의 PNGV 관련 요구액은 3,500만 달러로 전년도 예산액 1,700만 달러의 배증으로 되어 있으며, 이것은 첨단내
연기관엔진의 배기가스제어기술의 실증을 위한 것이다. 상무성의 요구액은 2,200만 달러로 되어 있으며, 여기에는 ATP의 중점
지원분야인「Advanced Automotive Manufacturing」分이 포함되어 있다. 이 밖에 NSF가 5,200만 달러, 운수성이 4백만 달러
를 요구하고 있다. 

PNGV에 의한 협력 메카니즘은 정부기관, USCAR(United States Council for Automotive Research : 빅 쓰리에 의한 콘소시
엄). 부품 메이커·대학·국립연구소 등의 3자가 참가하는 형태로 되어 있으며(<그림 3>). 이 3자나 각각 스스로 가지고 있는 기술

이나 능력을 활용하는 것인데, 목표설정이나 우선도 설정에 관한 주된 책임은 USCAR가 지고 있다. 기술적 관점에서는 산업계와 
정부의 멤버가 협력하여 전략계획의 책정, 기술적 요구의 확정, 필요한 자원의 특정, 중간목표의 설정, 그리고 진척상황을 파악하
는 것으로 되어 있으며, 각각 PNGV의 두가지 주요한 운영주체에 대표를 보내고 있다. PNGV 운영관리그룹(Operational 
Steering Group)은 정책결정과 지휘를 담당하고 있으며, 정부로부터는 관계성청의 간부와 산업계로 빅 쓰리의 부사장이 멤버이
다. 또 PNGV 기술 태스크 포오스는 기술적 작업을 지휘하고 운영관리그룹에 보고한다. 

3) USDC(U.S. 디스플레이 콘소시엄) 

USDC(The U.S. Display Consortium) 

<표 3> 자동차 산업을 위한 연방정부 성청의 정책수단 
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<표 4> PNGV예산액 추이 (1995-1999년도) 

<그림 3> PNGV의 협력 메카니즘 
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는 미국의 플래트 패널 디스플레이 메이커에 필요한 인프라스트럭쳐 구축을 지원하기 위해 1993년에 DARPA로부터 2,000만 달
러의 지원을 받아 시작되었다. 발족당시에는 DARPA가 USDC비용의 절반 이상을 커버하였지만, 정부의 지원은 5년이내에 50%
까지 떨어지게 되어 있었다. USDC에 대한 연방정부의 지원은 원칙적으로 National Flat Panel Display Initiative (NFPDI) 에
서 정한 목표에 기초하도록 되어 있다. 1994년 4월에 시작된 NFPDI는 플래트 패널 디스플레이(FPD)가 전쟁수행에 혁명적인 영
향을 미쳤다는 확신하에 클린턴 정권의 전면적인 지원을 받아 국방성이 미국 내의 FPD 메이커의네트워크를 확보하기 위해 만들
어진 것이다. 클린턴 정권은 NFPDI 하에서 다양한 FPD 관련 프로젝트에 대해 5년 동안에 5억 8,000만 달러의 투자를 인정하고 
있으며, 여기에 USDC가 적극적으로 참가, 협력하기로 되어 있다.

USDC 자체는 각종 프로젝트에 대한 자금배분이 활동의 중심이며, 회원기업으로부터 파견된 불과 5명의 풀타임 요원밖에 가지
고 있지 않으며, 자신의 연구시설도 가지고 있지 않다. 실제의; 프로젝트 감독은 회원기업이나 DARPA 등의 요원으로 구성되는 
기술평의회가 하며, 최종적인 정책결정 등은 이사회에 의해 이루어진다. 또 USDC가 프로젝트를 위해 사용한 자금은 1억 700만 
달러이며, 이 중 4,8000만 달러를 연방정부가 부담하고 나머지 5,900만 달러를 회원기업 등이 부담하고 있다. 또 프로젝트의 대
상분야는 64%가 장치관련이며 19%가 재료관련으로 되어 있다(<그림 4>)

<그림 4> USDC의 프로젝트 대상분야 

3. 반도체산업의 R&D 프로젝트 현황 

1) 반도체기술에 관한 R&D 현황

미국의 반도체산업은 현재의 경제적 실적과 기술개발의 양면에서 보아 세계의 리더가 되고 있다. 상무성에 따르면, 미국의 반도
체 산업 기업 수는 100개 이상에 이르며, 이들 기업은 반도체 디자인, 제조 및 마케팅에서부터 OEM이나 PC의 최종소비자에 걸
친 광범위한 활동을 망라하고 있다. 1990년대 중반까지 미국기업에 의한 반도체 제픔으 출하고는 안정적으로 증대하고 있었다. 
1992년 달러가격으로 보면, 1997년의 출하고는 893억 달러, 1998년에는 974억 달러로 증대할 것으로 예측되엇다. 세계적으로
도 미국 반도체기업은 세계의 리더이며, 상무성에 따르면 미국업계 매상의 약 절반은 미국 외부로부터 올리고 있다. 미국베이스 
기업의 1996년 세계 시장 점유율은 44.9%이며, 일본기업은 제2위로 35.9%로 되어 있다.

현재 미국 반도체 산업의 실적은 1980년대에 안고 있던 미래에 대한 인식과는 선명한 대비를 나타내고 있다. 당시 미국의 반도체
산업은 아시아 메이커에게 압도되고 말 것으로 많은 사람이 예측하였지만, 이와 같은 예측의 현실화를 막기 위해 산업측의 지원
과 보조를 맞추어 연방정부는 R&D 프로그램에서 반도체 관련 분야를 중시하였다. 이러한 연방정부의 자세변화는 R&D예산의 확
대를 낳고 동시에 SEMATECH에 대한 정부지원으로 이어졌다. 

그러나 산업계측의 실적이 개선, 향상되는데 비해 이 중요한 산업부문의 진흥에 관한 연방정부의 프로파일은 매우 낮아지고 있었
다. SEMATECH에 대한 직접적인 연방자금 지출은 종료되고 앞으로 연방지원을 부활시킬 것이라는 계획도 전혀 없었다. 그러나 
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현재도 반도체 관련 R&D에 대하여 자금을 제공하는 연방 프로그램은 많으며, 반도체 관련 미국기업은 계속해서 R&D 프로그램
의 성과 수령자로서의 입장을 향유하고 있으며, 기업측도 연방정부와의 협력활동에는 커미트먼트를 계속하고 있다. 

미국기업은 자사 각자의 독립된 R&D와 더불어 SEMATECH를 비롯해 반도체 연구기구(SRC: Semiconductor Research 
Corporation)와 미국반도체공업회(SIA: Semiconductor Industry Association)를 통하여 건설적인 모습으로 R&D 자금을 최
대한 효과적으로 활용하고 있다. "전미반도체기술로드맵"(NTRS: National Technology Roadmap for Semiconductors)은 이
와 같은 산업계 협력활동의 가이드라인이 되고 있다. 이 로드맵의 최종판은 1997년 12월에 공표되었으며, 1994년에 나온 최초
의 판과 거의 비슷한 구성으로 되어 있다. 이 로드맵은 전미 반도체 R&D 전략의 중핵이 되었는데, 그 이유는 SEMATECH, 
SRC, SIA 및 해당분야에 관심이 있는 다른 기관과 메이커간을 연결하는 연계가 되고 있기 때문이다. 이들 각 그룹 및 멤버(반도
체) 기업간에는 이러한 로드맵을 따르는 것이 미국에 있어 반도체 R&D 상황을 진전시키기 위한 효율적이고 효과적인 길이며 관
련되는 모든 이익을 높이는 것이 될 것이라는 공통된 이해가 있다. 

또 1997년에 반도체 관련 사건으로서 언급 할 만 한 것은 초자외선 (Extreme Ultraviolet: EUV) 리소그래피 R&D의 계속을 위
해 Intel이 DOE에 제안한 공동연구 개발협정(CRADA)이다. 당초 DOD와 국립연구소는 이 분야 R&D를 종료시킬 예정이었지
만, 「EUV LLC 콘소시엄」으로 불리는 별도 조직을 통하여 Intel은 해당 연구분야에서 연구개발활동을 계속하기 위해 DOE 연
구소측에 소요비용을 기업측에서 전액 부담할 것을 신청한 것이다. 

그러나 이 DOE/Intel·EUV 콘소시엄간의 CRADA의 제안은 워싱턴에서 연방의회와 정책관계자 서클간에 논쟁의 씨앗을 남기게 

되었다. Intel은 외국 메이커를 포함한 스테퍼기기 메이커에 대한 R&D 성과의 기술라이센스공여를 희망하고 있지만, 한편 미국 
국내 기기메이커는 정부자금의 지원에 의한 R&D의 외국기업에 대한 이전에는 반대하고 있다. 또 다른 반도체 메이커는 각 기업
이 EUV 기술과 경쟁하는 기술의 가능성을 추구하고 있는 가운데, EUV 기술의 R&D에 대하여 연방정부가 지원한다는 결정의 합
법성에 대하여 의문을 안고 있다. 이 문제는 미의회와 국방성(DOD)도 관련되어 있어 앞으로 더욱 논쟁의 한 원인이 될 것으로 보
인다. 

① SEMATECH 

1997년은 SEMATECH가 연방정부의 자금원조를 받지 않고 활동하는 최초의 해가 되었다. 그때까지는 연방정부가 국방성을 통
하여 SEMATECH의 연간운영자금의 약 절반을 제공하고 있으며, 멤버의 거출과 정부 자금에 의해 SEMATECH는 R&D 활동을 
계속해왔다. SEMATECH의 1996년 연차보고에 따르면, SEMATECH는 각 멤버가 설정한 목표를 만족하든지 그것을 초월하는 
활용을 하고 있으며, SEMATECH의 프로그램에 대하여 각 멤버가 실시한 투자액의 4.67배의 수익을 올렸다. 이것은 3배의 투자
수익이라는 SEMATECH의 목표를 3년 연속 상회하는 것이다. 

그러나 산업계만의 출자에 의한 운영으로 이행하는데는 그만한 희생이 따라, 1995년부터 1998년에 걸친 이행기간 중에 
SEMATECH 전체 활동수준은 연간 1억 7,000만 달러에서 1억 2,000만 달러 규모까지 떨어지게 된다. SEMATECH는 여러 분
야 R&D의 스폰서로 되어 있으며, 이들 R&D는 SEMATECH가 SIA 등과 함께 작성한 "전미반도체기술로드맵"에 기초하여 실시
되며, 종종 SRC의 활동과 상호조정되어 추진된다. 또 현재 SEMATECH가 추진하고 있는 이니셔티브 중에서 주목해야 할 것으로
는 "International 300mm Initiative"(I300I)와 "National Workforce Development Campaign"이 있다. 전자는 차세대 웨이퍼
크기인 300mm로의 이행을 반도체산업이 가능한 한 효율적으로 추진하는 것을 목적으로 한 것이고, 후자는 앞으로 5년 동안에 4
만명의 반도체제조기술자를 육성한다는 캠패인이다. 

I300I는 미국, 독일, 프랑스, 네델란드, 한국, 대만의 13개 기업이 참가하여 1996년 4월에 SEMATECH의 하부조직으로 설립된 
국제 조인트 벤쳐로, 본부를 텍사스주 Austin에 두고 있으며, 지금까지 0.25미크론 가공장치의 성능측정방법을 정하고 공장의 가
이드라인을 책정하고 있다. 이 I300I는 외국기업이 SEMATECH의 기술에 접근할 때의 우려를 개선하기 위해 새로운 조직·제도

상의 틀을 만드는 것이다. 

또 수년전부터 SEMATECH는 새롭게 반도체 제조공장이 개설되는 주나 지역의 커뮤니티 컬리지에 반도체기술에 관한 교사를 육
성하기 위한 2년간의 커리큘럼을 개발하였는데, 이번에 새롭게 급성장을 계속하는 반도체 산업에 종사하는 기술자를 육성하려고 
"National Workforce Development Campaign"으로 불리는 캠페인을 시작하였다. 앞으로 텍사스 아리조나, 캘리포니아, 오레
곤 등의 주에서 10-20억 달러 규모의 생산공정이 착수될 예정이다. 그러나 미국반도체산업은 제조기술자 등이 대폭 부족할 것으
로 전망되고 있어, SEMATECH에서는 이들 지역의 기술자 육성을 위해 5백만 달러를 투자하고 신규졸업자와 타 산업으로부터
의 전직자 등의 교육에 충실을 기하고 있다. 

② 전미반도체기술로드맵(NTRS: National Technology Roadmap for Semiconductors) 

"전미반도체기술로드맵"(NTRS)은 SIA가 스폰서가 되어 반도체 메이커, 공급자, 정부기관, 연구조합, 대학 등의 관계자의 협력 
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하에 집적회로의 성능향상을 위해 필요한 반도체에 관한 기술적 요구를 정리한 것으로 1994년에 제1판이 나왔고, 1997년 12월
에 개정판이 나왔다. 

반도체기술의 진보 속도는 지금까지도 놀랄만하였지만, 최근 3년 동안에 그 속도가 더욱 가속화되고 있다. 1994년의 로드맵에서
는 제품의 세대교체는 3년마다 이루어졌지만, 현재는 2년 주기로 변화하고 있으며 최첨단 기업은 확실히 이러한 경향이 있다. 예
를 들면 1994년의 로드맵에서는 0.25 미크론선폭의 칩 등장은 1998년이며, 그 후 2001년에는 0.18 미크론, 2004년에 0.13 미
크론, 2007년에 0.10 미크론, 2010년에 0.07 미크론이 될것으로 예상되었지만, 최신판 로드맵에서는 0.25 미크론은 예상보다 1
년 빠른 1997년에 달성되고, 0.18 미크론은 1999년. 0.15 미크론은 2001년, 0.13 미크론은 2003년, 0.10 미크론은 2006년, 
0.07 미크론은 2009년, 그리고 2012년에는 0.05 미크론이 달성될 것으로 예측되고 있다. 그러나 0.13 미크론(=130나노미터) 
이하의 선폭을 실현하기 위한 가공기술의 개발에는 불확실성이 있으며 (<그림 5>, <그림 6>), 100나노미터 가공기술의 등장
이후도 계속해서 3년마다 로드맵의 재검토가 요구되고 있다. 또 1994년 당시는 DRAM시장 쪽이 마이크로 프로세서 시장 보다 
훨씬 컸지만 현재는 양 시장은 거의 비슷하게 되어 있어 이번의 개정으로 마이크로 프로세서에도 중점이 두어지는 것도 커다란 변
화의 하나이다. 

이 로드맵은 반도체산업의 미래의 기술적 달성목표를 상세하게 기술하는 동시에, 거기에 이르는데 있어 어떻게 하면 좋을까 충분
히 검토하고 있으며, 반도체 산업이 직면하고 극복해야 할 6가지 중점도전과제(Grand Challenges)를 적고 있다. 1994년판 로드
맵에서는 1995년부터 2010년에 걸친 중점도전 과제로서 ① 생산성 향상, ② 복잡도의 관리, ③ 첨단기술개발, ④ 기술개발투자
의 4가지를 적고 있었지만, 이번의 로드맵에서는 두가지 과제가 추가되어 전체적으로 상세하게 기술되게 되었다. 이번에 제시된 
과제는 다음의 6가지이다. ① 실현가능한 미세화를 계속해가는 능력, ② 실현가능한 100나노미터 이하의 리소그래피 기술, ③ 새
로운 재료와 구조, ④ 칩 上 및 칩 外에서의 기가헬츠주파수대에 있어서의 동작, ⑤ 계측 및 시험, ⑥ R&D에 대한 도전. 

또 SIA는 로드맵에 나타난 과학적 과제에 관한 경쟁전단계의 장기적 연구를 하기 위해 미국의 대학을 연구조합적인 방향으로 연
결한 분산형 연구센터를, 최대 6개 설립하는 프로그램을 개시하였다. 이들 중핵센터는 경쟁베이스에서 선정되고 각각 최대 연간 
1,000만 달러의 예산이 주어지는 외에, 산업계로부터 연구원이 파견된다. 이 프로그램 예산의 반정도는 SIA 멤버의 거출로 충당
되고, 나머지 SEMI/SEMATECH의 멤버와 DOD가 평등하게 부담하기로 되어 있다. 

<그림 5>미래의 반도체제조기술과 앞으로의 R&D 투자

<그림 6> 미래의 반도체 칩 크기
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③ 超紫外線(EUV) 리소그래피에 관한 CRADA 

1997년 9월, Intel, Advanced Micro Divices(AMD), Motorola의 3사는 DOE에 2억 5,000만 달러를 제공하여 초적외선
(EUV) 리소그래피의 공동연구개발협정(CRADA)을 개시할 것임을 발표하였다. 그때까지 EUV 기술에 관한 연구는 DOE의 핵병
기연구의 일환으로 이루어졌는데, DOE가 이 분야의 연구를 축소·종료시키는 방향에 있었기 때문에, 산업계측은 「EUV LLC 콘

소시엄」으로 불리는 조직을 통하여 해당 연구분야의 R&D활동을 계속할 것을 신청한 것이다. 이 CRADA의 기술적 목표는 아직 
기술적인 목표가 세워져 있지 않은 0.13 미크론 이하의 미세 에칭 기술을 개발하는 것으로 성공하면 현재보다 100배 고속으로 
1.000배의 용량을 가진 칩의 대량생산이 가능해진다. 

로렌스 리버모어 국립연구소를 중심으로 EUV기술의 연구가 개시된 것은 9년전의 일로, 핵병기연구의 일환으로 연구가 시작되
어 당초에는 그다지 관심을 모으지 못했지만 1996년에 Intel이 수백만 달러를 투자해 반년동안의 CRADA를 실시하기로 되었다. 
산업계의 지원과 DOE의 묵인 하에 3개 국립연구소가 「가상국립연구소」(Virtual National Laboratory: VNL)를 형성하여 
EUV 기술 개발을 추진하게 되어 필요한 연구와 설비를 제공하였다. DOE가 EUV의 연구에 투자한 금액은 1990년대초부터의 누
계로 2.500만 달러였다. 

0.1 미크론 레벨의 미세가공기술에 관해서는 EUV 기술 외에도 IBM이 많은 시간과 자원을 투자하고 있는 X선기술이나 벨연구소
가 힘을 쏟고 있는 전자선빔을 이용한 기술을 연구중이지만, 모두 언제 최초로 0.1 미크론의 벽을 깰지가 중요한 의미를 가지며, 
지적소유권을 갖는 것이 반도체분야에서의 압도적인 비교우위를 갖게 된다. 이 CRADA에서는 DOE는 이 연구에 의해 얻어진 성
과를 스스로의 목적을 위해 자유롭게 이용할 수 있는 한편 산업계측은 그 기술을 상업적으로 이용하는 권리를 갖는다. 또 외국기
업의 참가에 관해서는 몇가지 레벨이 있으며, DOE의 R&D활동에 관한 법적 요구 때문에 반도체기업차원에서 참가할 수 있는 것
은 미국기업에 한하며, 외국기업은 스테퍼 등의 기기 공급자라는 형태의 참가가 된다. DOE의 페냐 장관이 「이 파트너쉽은 우리
들이 (반도체분야에서) 경쟁력을 유지하는데 있어 적절한 방향으로 나아가는 첫걸음이다」라고 말하고 있는 것처럼, 미국정부는 
명확히 이 프로그램에서 미국기업과 미국의 노동자에 대한 공헌을 최우선적으로 생각하고 있다. 

그러나 이 CRADA에 외국의 기기 메이커 참가를 인정한다는 점이 현재 논쟁이 되고 있다. Intel은 현재의 미국의 스테퍼기업이 
반도체메이커가 요구하는 요구를 만족할만한 힘이 없기 때문에 외국기업의 참가가 필요불가결하다고 주장하지만, 한편 미국 국내
의 기기메이커는 이러한 차세대 칩을 위한 스테퍼는 외국기업에게 빼앗긴 시장을 되찾는 절호의 기회로 생각하고 있는 것이다. 현
재 세계 스테퍼 시장은 니콘이 50%, 캐논이 29%, 그리고 네델란드의 ASML이 10%를 차지하고 있는데, EUV기술에 관하여 미
국과 동등한 수준에 있는 외국기업은 없는 것으로 간주되고 있다. 그러나 Intel은 EUV기술의 라이센스선 후보로서 니콘과 
ASML의 이름을 들고 있으며, 만약 이 양자가 라이센스를 받게 되면 미국내의 공장건설을 요구하게 되는데, 그것은 이들 외국기
업의 미국 내에서의 EUV기기에 관한 시장점유율을 보증하게 되어 확실히 미국기기메이커의 성장을 저해하게 되는 것이다. 
Silicon Valley Group(SVGL). Integrated Solutions, Inc.(ISI). Ultratech Stepper와 같은 미국의 긱메이커는 EUV LLC의 이
러한 전략을 인정하지 않고 있으며, 특히 Ultratech Stepper는 반대의 입장을 명확히하고 있다. 다른 2사는 Intel과의 관계를 고
려하여 반대의 입장을 표명하지는 않고 있다. 
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한편 의회에서는 이러한 외국기업의 참가문제에 대하여 경제적 관점 뿐 아니라 안전보장상의 관점에서도 중대한 관심을 갖고 있
다. 민주당의 브라운 하원의원 등 4명은 DOE의 페냐 장관에게 서신을 보내어 안전보장을 포함한 미국의 국익의 관점에서 이 
CRADA를 재고하도록 요구하고, 또 리버만 상원의원 등 5명은 EUV 기술과 관련된 레이져, 광 관련기술 등이 외국기업에게 이전
되는데 대한 안전보장상의 문제점에 대하여 충분히 조사하도록 요구하는 서신을 DOD의 코엔 장관에게 보냈다. 코엔 장관의 답신
에서는 DOD로서 EUV 기술에는 안전보장상의 문제가 있음을 인정하고 외국의 주체에 대한 EUV 기술의 상업적 판매에 대하여 
평가와 모니터가 필요하다고 하고 있으며, DOD로서도 EUV 기술의 개발로부터 혜택을 받게 되기 때문에 DOE의 결정에 대해서
는 지지를 표명하고 있다. 그리고 현시점에서는 아직 외국기업의 참가가 없기 때문에 DOD로서도 특단의 규제를 하지는 않겠지
만, 실제로 참가가 이루어진 경우에는 수출규제의 관점에서 리뷰를 받는 것으로 하고 있다. 

2) 화합물 반도체 개발 프로그램 

ⓛ 타이틀 Ⅲ프로그램의 개관 

1994년에 미국의 갈륨비소(GaAs)반도체 기업에 대한 3건의 계약 R&D 계약에 대한 연방자금지출의 근거로서, 개정 1950년 국
방생산법 (DPA: Defense Production Act)의 제Ⅲ편(Title Ⅲ)이 이용되었다. 공표된 이들 프로젝트의 목적은 "반절연 갈륨비
소(seminsulated gallium arsenide: SI GaAs)적충을 생산할 수 있는 견고한 세계수준급의 국내제조능력을 확증한다"는 것이었
다. 

DPA의 입법의도는 한국동란 기간과 그 이후 시기에 있어서의 국방산업의 성장·유지에 필요한 공업능력의 구축에 있으며, 타이틀

Ⅲ에 기초한 프로그램의 사명은 DOD에 있어 대단히 중요한 재료의 국내생산능력의 확립과 유지·확충에 있다. 이 목적의 달성을 

위해 육해공 3군의 조달, 지원, 연구소 및 제조기술(MANTECH)프로그램과 민간산업부문간에 파트너쉽을 형성하는 것이다. 오
늘날까지 타이틀 Ⅲ프로그램이 채용된 메카니즘에는 조달의 커미트먼트와 보증구매를 동반하는 특수한 계약이 포함되어 있다. 
이 이니셔티브의 권한은 DPA의 타이틀 Ⅲ에 준거하고 있으며, 동 타이틀은 국방목적을 위한 생산능력과 공급의 확충을 장려·촉진

하기 위한 비즈니스 인센티브로서 융자보증, 직접대부, 구입조달 및 조달커미트먼트를 이용하는 것을 인정하고 있다. 최근에는 
DOD에 다르면 타이틀 Ⅲ프로그램실은 총액 1억 300만 달러에 달하는 계약과 협정을 동반하는 연간 6-7건의 프로젝트와 약 
1,100만 달러 상당의 재료재고를 관리하고 있다. 나아가 약 3,000만 달러의 추가적 계약 또는 협정이 최근 예정되어 있다. 현행 
및 미래의 병기시스템에 요구되는 더 한층 여러 분야에 걸친 도전적인 기술을 동 프로그램이 추구함에 따라 프로젝트의 복잡성은 
증대하고 있었다. 

1993년에 의회는 DPA를 재심의하고 현재의 환경에 더욱 관련성을 갖도록 개정을 하여 타이틀 Ⅲ의 새로운 국면으로 생각한다
는 명백한 시그널을 보냈다. 1993년 개정에 반영된 변경은 의회의 지지를 재확인한 것 뿐 아니라 프로그램상이나 자금면에서도 
깊은 영향을 미쳐, 오늘날의 요구에 대해 더 잘 대응하게 되었다. 타이틀 Ⅲ에 추가된 개정은 미국의 통합된 국방기술과 산업기반 
능력의 개선에 더 커다란 역할을 하는 중요한 기회를 제공하는 것으로 되었다. 이 개정은 자금지출 안정성의 가능성을 높이고 있
으며, 또 클린턴정권은 산업기반에 대한 원조공여에 더욱 적극적이다. 타이틀 Ⅲ를 위한 가이드라인은 비용삭감 가능성을 높이는 
절차의 구체적 실시를 강조하고 있으며, 이것은 통합적 생산의 기회를 높이게 되어 군민양용 어플리케이션에는 적절하다. 양용기
술 미션에 관련되는 것이 이번 일에 대한 신정권의 지지를 얻는데 필수적이었던 것이다. 이러한 확대된 권한은 DOD가 어떤 프로
젝트를 지원하는가를 결정할 때 군의 니즈를 만족하는 상업적 요구를 포함할 것을 허락하도록 되어 있다. 이의 최종결과는 상업
적 생산능력을 확대하는 동시에 국방상의 결함이나 단점을 피하기 위한 능력이 창출되고 유지되며 확대되는 것이다. 

② 갈륨비소(GaAs)반도체 프로젝트 현황 1994년 3월, 갈륨비소반도체 제조능력에 관한 연구와 투자를 촉진하기 위해 아래의 미
국의 3개 기업에 대해 총 3,000만 달러 상당의 계약이 3건 체결되었다. 

1) M/A Com사 

2) Litton Airtron사 

3) American XTAL Technology사 (AXT) 

이들 계약의 목적을 기술하는 보고서에 따르면, 해당 프로젝트의 의도는 상기 각사가 반절연 갈륨비소(SI GaAs) 웨이퍼를 연간 
80만평방인치(800 KSI) 생산가능한 능력을 갖는 것이었다. 각사는 GaAs 웨이퍼의 제조에는 다른 방법을 이용하였다. 2단계에
서 4년간에 걸친 프로젝트는 제1단계를 1996년 봄에 완료하고 제2단계는 1998년 봄에 종료하기로 되어 있다. 

이 프로제트에 관한 정보는 매우 한정되어 있다. DPA 타이틀 Ⅲ의 프로그램은 국방성에 의한 산업지원시책이지 전형적인 R&D 
위탁계약은 아니기 때문이다. 그 결과 상기 각기업은 그 성과를 공개하거나 기술을 널리 보급시키는 것을 요구받지 않는다. 따라
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야 할 기준은 그들 기술을 산업계 및 국방관련 고객용으로 확실한 제품으로 개발하는 능력과 의사를 가지는 것이다. 사실 공군의 
라이트 패터슨(Wright-Patterson) 기지내에 있는 라이트(Wright) 연구소의 동 프로그램의 담당매니저는 1995년 봄에 종료한 
프로젝트 제1단계에 관한 정보로서 일반인이 입수이용할 수 있는 정보는 없다고 말하고 있으며, 동 프로젝트의 기술진보에 대하
여 입수할 수 있는 정보는 해당 참가기업으로부터 직접 입수하든지 보조기관의 보도자료 등으로 한정된다고 설명하고 있다. 

연방정부(DOD 또는 공군)가 동 프로젝트에 관하여 소유하고 있는 정보는 일절 공개 또 공공이용을 위하여 제공되지 않는다. 그
러나 앞에서 말한 라이트연구소의 프로그램 담당 매니저는 1998년 4월에 개최 예정인 GaAs 연구회의에서 동 프로젝트에 대하
여 페이퍼를 발표할 것임을 밝혔다. 그에 따르면, 페이퍼는 해당 프로젝트와 기술달성을 요약보고하는 것이라고 한다. 

참가기업측이 제공하고 있는 정보도 적다. AXT사는 정보를 공개하지 않고 있으며, Litton Airtron사는 동사의 GaAs 능력의 요
약을 제공하고 있을 뿐이다. M/A Com사가 그 중에서 상당히 솔직하게 정보제공에 응하고 있으며, 1996년 4월 동사가 준비한 스
테이트먼트는 아래와 같이 말하고 있다. 

「타이틀 Ⅲ 프로그램의 제1단계는 종료하였다. 그의 성공은 만족할만한 것이었다. 단일결정 100mm boules의 길이는 우리 회사
의 목표와 기대를 넘는 것이었다. 개선된 표층면의 質은 고객의 epitaxy 생산에 있어 우리들의 수용을 쟁취한 것이었다. 결정성장
시간과 연마시간의 개선은 우리 회사가 비용면의 경쟁력을 갖게 해주었다. 우리 회사의 전략계획과 마케팅 계획의 재검토는 완료
되었고 서브 계약에 대한 출하와 보고서도 완료되었다. 우리 회사 전체에 이 프로젝트는 가치있는 학습경험이었다.」 

M/A Com사는 이 분야에서 달성된 진보를 타이틀Ⅲ 프로그램으로부터 얻은 지원에 직접 기인하고 있다고 아래와 같이 말하고 있
다. 

「미국정부와 DPA 타이틀 Ⅲ는 미래의 군사시스템에 있어서 뿐 아니라 1990년대 중반부터 확대될 것으로 기대되는 무선통신시
장에서도 SI-GaAs의 수요가 높아질 것을 전망하고 있었다. 우리 GaAs 업계에 있는 사람들 모두는 무선분야에서 실현되는 대단
히 커다란 기회를 인식하고 있으며, 이미 동 분야에서는 대량의 디바이스 수요가 존재하고 SI-GaAs 웨이퍼의 수요도 증대하고 
있다. M/A Com 사와 DPA의 타이틀 Ⅲ간의 파트너쉽 없이는 M/A Com사가 미국의 GaAs 디바이스 산업을 뒷받침하고 급속하
게 성장하는 세계시장에서 우리 회사의 입장을 유지하는데 반드시 필요한 프로세스개발과 능력증강을 지원하기 위해 필요한 자금
을 투자하는 것은 불가능 하였을 것이다.」 

「DPA 타이틀 Ⅲ 프로그램은 미국의 SI-GaAs 웨이퍼 공급메이커인 우리들이 1990년대를 이끌어가고 21세기를 향하여 우리
들 자신의 성장에 우리들 스스로가 투자를 계속할 수 있도록 수익성의 차원까지 우리들의 비즈니스를 성장시키기 위한 역할을 하
는 것이었다.」 

정부의 프로그램 담당 매니저도 동 프로젝트를 성공으로 부르고 있다. 특정의 기술적 상세는 일절 밝히지 않은채, 이 매니저는 3
건의 계약에서 규정되어 있던 모든 목표는 달성되었고 관여한 모든 관계자는 달성된 진보에 만족하고 있다고 말하였다. 마지막으
로 이 매니저는 정부가 해당 연구분야에 대한 연구자금지출을 계속할 계획이 없다고 말하고 있으며, 이것은 정부의 입장에서 미국
의 GaAs산업을 안정화시킨다는 목적도 달성되었음을 시사하고 있다. 미국정부가 참가기업의 연구노력에 만족하였음을 나타내
는 직접적인 실증은 이들 3사의 참가기업이 신규의 인화인듐(InP)의 R&D 프로그램에 참가를 요구하고 있는 것으로도 알 수 있
다. 

③ 포스트 GaAs : 燐化 인듐(InP)의 R&D 지원 

1997년 10월, 미공군은 라이트 패터슨 공군기지 내의 라이트연구소를 통하여 인화인듐 군기지 내의 라이트연구소를 통하여 인화
인듐(InP)의 개발에 대하여 AXT사와 M/A Com 사에 계약을 발주하였다. 총 790만 달러에 달하는 동 계약은 DPA 타이틀 Ⅲ에 
기초한 것으로 참가기업에 의한 비용분담을 베이스로 하고 있다. 동 계약의 목적은 고품질의 대표면적 반절연 InP 서브 스트레이
트의 미국 내에서의 입수이용을 개량향상하기 위한 것이다. 주요 초점은 한층 더 안정된 품질의 3인치 InP 웨이퍼를 저비용으로 
생산하는데 있지만, 동 프로그램은 또한 4인치 InP 웨이퍼의 생산도 목표로 하고 있다. 동 계약의 기간은 30개월로 예정되어 있
다. 

또 Compound Semiconductor紙의 1997년 10월호에 따르면, 매사추세츠주 Hanscom 공군기지 내의 롬(Rome) 연구소와 
Litton Systems사 Airtron사업부는 CRADA에 서명하고, 상업용 InP 웨이퍼의 저비용 제조기술을 개발할 것을 결정하였다. 

동 CRADA는 롬연구소 소속의 "일렉트로마그네틱스 및 신뢰성" 부문내에서 개발된 InP의 생성 프로세스와 Airtron이 가진 
GaAs 웨이퍼 제조에 관한 전문지식을 결합하는 것이다. 

Airtron은 GaAs용으로 디자인된 가공 및 연마 테크닉을 이용하여 상업용 및 군사용 저비용의 大徑 InP 서브스트레이트 재료를 
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생산한다고 롬연구소는 1997년 10월 14일의 CRADA 발표에서 말하고 있다. 

공군의 연구소는 CRADA로부터 생기는 모든 공동개발기술에 대하여 "정부용도 라이센스"(Government Purpose License)를 
보유하는 동시에, 마무리된 InP 웨이퍼를 Airtron으로부터 받는다. Rome연구소에 따르면, 동 연구소의 엔지니어는 수차에 걸쳐 
InP 생성기술에서 앞서고 있으며, 동 분야에서 수건의 특허를 보유하고 있다. 

<> 본 자료는 JETRO Technology Bulletin No. 389의 내용 중 일부를 정리한 것이다. 
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